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Les objectifs de la nanophonique:
•fabriquer et de caractériser des miroirs et des nanocavités acoustiques constitués de structures périodiques et non périodiques dans le système 
modèle AlAs/GaAs
•concevoir et démontrer expérimentalement de nouvelles fonctionnalités acoustiques à l’aide de structures nouvelles de ces matériaux standard
•rechercher et évaluer de nouvelles combinaisons, en particulier de type métal/semi-conducteur, permettant d’améliorer les performances acoustiques 
des dispositifs imaginés

A. Huynh et al., Phys. Rev. Lett. 97, 115502 (2006)

MIROIRS ET CAVITÉS GaAs/AlAs: TRANSMISSION

Observation de bandes interdites photoniques
et de pics de cavité de haute finesse
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CAVITÉ: GÉNÉRATION-DETECTION SÉLECTIVE EN FACE AVANT

M.F. Pascual Winter et al., 
Phys. Rev. Lett. 98, 265501 (2007)

Génération optique d’une onde acoustique 
quasi-monochromatique par excitation 

sélective en résonance avec une transition 
électronique de la cavité
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1) génération dans un dispositif acoustique,
+ détection dans un film d’aluminium
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Détection aux fréquences des modes 
acoustiques repliés du superréseau

à q = 2k laser

Détection ultra sensible jusqu’à 0.5THz des 
ondes générée par les non linéarités

dans GaAs

DÉCOUPLAGE
ENTRE GÉNÉRATION ET DÉTECTION 

PROPAGATION DANS UN SUBSTRAT ÉPAIS

2) détection dans un dispositif acoustique,
+ génération dans un film d’aluminium

Génération quasi-monochromatique à haute 
fréquence

pompe sonde

356 µm
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MOLYBDÈNE/SILICIUM: UN SYSTÈME ALTERNATIF 

Signal de réflectivité transitoire
sur un surperréseau Mo/Si.

mode localisé en surface
Couche de surface

plus mince


